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Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuhelt, erfinderische Tatigkeit und gewerbllche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkelt der Erflndung 

Begrundete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hinsichtllch der Neuhelt, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

2. WEITERES VORGEHEN 

Wird ein Antrag auf Internationale vorlaufige Prufung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der 
mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder 
eine andere Behorde als diese als IPEA wahit und die gewahlte IPEA dem Internationale Buro nach Regel 66.1 bis b) 
mitgeteilt hat, daB schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehorde nicht anerkannt werden. 

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder 
aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCTyiSA^20 abgesandt 
wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritatsdatum, je nachdem, welche Frist spater ablauft, eine 
schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220. 

3. Nahere EInzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA>220. 
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Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist, 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaB Regein 12.3 und 23.1 b)). 

2. Hinsichtlich der Nucleotide und/oder Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fiir die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in dereingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3. □ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/bder einer dazugehorigen Tabelle 

eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
Oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht Liber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 

'4. Zusatzliche Bemerkungen: 
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Fold Nr. II Priorltat 



1. B Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden: 

B Abschrift der fruheren Anmeldung, deren Priorltat beansprucht worden ist (Regel 43d/s.1 

und 66.7(a)). 

□ Ubersetzung der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 43£>/s.1 
und 66.7(b)). 

Daher war as nicht moglich, die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs zu prufen. Der Bescheid wurde trotzdem 
in der Annahme erstellt, daB das beanspruchte Prioritatsdatum das maBgebliche Datum ist. 

2. □ Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung der beanspruchten Priorltat erstellt worden, da sich der 

Prioritatsanspruch als ungultig enwiesen hat (Regein 43Ws.1 und 64.1). Fur die Zwecke dieses Bescheids 
gilt daher das vorstehend genannte Internationale Anmeldedatum als das maBgebliche Datum. 

3. □ Es war nicht moglich, die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs zu uberprufen, da der Internationalen 

Recherchenbehorde zum Zeitpunkt der Recherche keine Kopie des Prioritatsdokuments zur Verfugung 
stand (Regel 17.1). Dieser Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das fur die Prufung relevante 
Datum der beanspruchte Prioritatstag ist, erstellt. 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Feld Nr. IV Mangelnde Emheitlichkeit der Ertlndung 



1 . □ Auf die Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren (Formblatt PCT/ISA/206) hat der Anmelder: 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ keine zusatzlichen Gebuhren entrichtet. 

2. H Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt Ist, und hat 

beschlossen, den Anmelder nicht zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Meinung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemaB Regel 13.1, 13.2 und 

13.3 

□ erfullt ist. 

B aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bescheid fur die folgenden Telle der internationalen Anmeldung erstellt worden: 
B alleXeile 

□ die Telle, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 43&/S.1 (a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit 


Ja: 


Anspruche 


5,6,10,11,14-18 




Nein: 


Anspruche 


1-4,7-9,12,13 


Erfinderische Tatigkeit 


Ja: 


Anspruche 


5,10.11,14 




Nein: 


Anspruche 


1-4,6-9,12,13,15-18 


Gewerbliche Anwendbarkeit 


Ja: 


Anspruche: 


1-18 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VII Bestlmmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daf3 die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Feld Nr, VIII Bestlmmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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1 . Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 



D1: DE 197 10 358 A1 

D2: US 5 345 21 3 

D3: US 2003/039586 A1 

D4: W.-Y. Chung et al., "Thermal and gas-sensing properties of planar-type 
micro gas sensor", Sensors and Actuators B64 (2000) 1 18-123 



Zu Punkt IV. 

2. Der Gegenstand der (verbleibenden) Merkmale der Anspruche 5 und 14 

einerseits (siehe Absatz 3.5. unten) und des Anspruchs 10 andererseits (siehe 
Absatz 3.6. unten) ist nicht einheitlich im Sinne von Regel 13.1 PCT: 
Die verbleibenden Merkmale dieser Anspruche (siehe die Absatze 3.5. und 3.6. 
unten) haben nichts miteinander gemein. 

Auch die diesen Merkmalen zugrunde liegenden Aufgaben sind komplett 
unterschiedlich (Anspruche 5, 14: verbesserte Ankopplung der Deckoxidschicht 
an die Heizstruktur; Anspruch 10: Vermeiden des Unteratzens der Auswerte- 
struktur bei der Herstellung) und konnen so nicht zu einem gemeinsamen 
erfinderischen Konzept fiihren. 



Zu Punkt V, 

3. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, 
weil, sQweit uberhaupt verstandlich (siehe Absatz 5. unten), der Gegenstand der 
Anspruche 1-4, 7-9, 12 und 13 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist, und 
der Gegenstand der Anspruche 1-4, 6-9, 12, 13 und 15-18 nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht. 

3.1 . Dokument 01 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses 
Dokument) einen Gassensor (siehe insbesondere Fig.6 und zugehorige 
Beschreibung) mit einer auf einem Halbleitersubstrat 2 (Sp.4 Z. 16, Sp.4 Z.51) 
ausgebildeten Membranschicht (siehe die Si-Schicht oberhalb der Ausnehmung 5 
in Fig.6m,n), auf der eine metallische Auswertestruktur 4 in einem 
Auswertebereich (Sp.4 Z.I 2, Sp.5 Z.3-5) und eine metallische Heizstruktur 42 
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(Sp.4 Z.22, Sp.4 Z.56-59) auRerhalb des Auswertebereichs (namlich unterhalb) 
angeordnet sind (Fig. 6), und mit einer uber der Auswertestruktur 4 und der 
Heizstruktur 42 angeordneten gassensitiven Schicht 106 (Sp.4 Z.40-42, Sp.5 Z.6-. 
7, Sp.6 Z.22-25), wobei die gassensitive Schicht 106 von der Heizstruktur 42 
beheizbar und der elektrische Widerstand der gassensitiven Schicht 106 von der 
Auswertestruktur 4 auswertbar ist und wobei die Heizstruktur 42 auf (d.h. 
oberhalb) einer haftvermittelnden Oxidschicht 3 (Sp.4 Z.51-52, Sp.5 Z.I 8-1 9) auf 
der Oberseite der Membranschicht angeordnet (Fig. 6) und durch eine 
Deckoxidschicht 100 (Sp.4 Z.7, Sp.4 Z.60-61 , Sp.5 Z.48-56) von der 
gassensitiven Schicht 106 getrennt ist (siehe Fig.4). In dem Auswertebereich ist 
dabei eine gegenuber einer Oxidatzung unempfindliche Haftvermittlerschicht 110 
(Sp.4 Z.I 3-1 4, Sp.4 Z.67-68, Sp.5 Z.65-68) zwischen der Membranschicht und 
der Auswertestruktur 4 angeordnet (siehe Fig. 4, 6). 

Dementsprechend sind alle Merkmale des Anspruchs 1 in D1 im Zusammenhang 
offenbart (Artikel 33(2) PCT). 

3.2. Dokument D2 offenbart einen Gassensor (siehe insbesondere Fig.4 und 

zugehorige Beschreibung).mit einer auf einem Halbleitersubstrat 12 (Sp.8 Z.59) 
ausgebildeten Membranschicht 3 (Sp.8 Z.60-61), auf der eine metallische 
Auswertestruktur 10 (Sp.8 Z.66) in einem Auswertebereich und eine metallische 
Heizstruktur 8 (Sp.8 Z.64-65) auBerhalb (namlich unterhalb) des Auswerte- 
bereichs angeordnet sind (Fig.4), und mit einer uber der Auswertestruktur 10 und 
der Heizstruktur 8 angeordneten gassensitiven Schicht 19 (Sp.9 Z.I -2), wobei die 
gassensitive Schicht 19 von der Heizstruktur 8 beheizbar und der elektrische 
Widerstand der gassensitiven Schicht 19 von der Auswertestruktur 10 auswertbar 
ist und wobei die Heizstruktur 8 auf einer haftvermittelnden Oxidschicht 13 (Sp.8 
Z.63) auf der Oberseite der Membranschicht 3 angeordnet und durch eine 
Deckoxidschicht 15 (Sp.8 Z.67) von der gassensitiven Schicht 19 getrennt ist 
(Fig.4). Dabei ist die Auswertestruktur 10 in dem Auswertebereich entsprechend 
der Heizstruktur 8 durch die Deckoxidschicht 15 von der gassensitiven Schicht 19 
getrennt (Fig.4), wobei die Deckoxidschicht 15 Kontaktlocher 16 aufweist (Sp.8 
Z.67 - Sp.9 Z.2), welche "jeweils einen mittleren Bereich" der Oberflache der 
Auswertestruktur freilegen (siehe Fig.4), urn einen direkten Kontakt zwischen der 
Auswertestruktur und der gassensitiven Schicht herzustellen (Sp.8 Z.67 - Sp.9 
Z.2, Fig.4). 

Dementsprechend sind alle Merkmale des Anspruchs 3 in D2 im Zusammenhang 
offenbart (Artikel 33(2) POT). 
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Die Verfahrensschritte des Anspruchs 12 entsprechen den Vorrichtungs- 
merkmalen des Anspruchs 3. Demzufolge ist der Gegenstand des Anspruchs 12, 
mutatis mutandis, ebenfalls nicht neu (Artikel 33(2) PCT). 

3.3. Dokument D3 offenbart einen Gassensor (siehe insbesondere Fig.1 ,2,60 
und zugehorige Beschreibung) mit einer auf einem Halbleitersubstrat 10 (§18) 
ausgebildeten Membranschicht 20 (§18; Fig. 2: siehe die Membran uber der 
Ausnehmung 11), auf der eine Auswertestruktur 23 in einem Auswertebereich und 
eine Heizstruktur 22 auf3erhalb des Auswertebereichs angeordnet sind (§19), und 
mit einer uber der Auswertestruktur 23 und der Heizstruktur 22 angeordneten 
gassensitiven Schicht 26 (§20), wobei die gassensitive Schicht 26 von der 
Heizstruktur 22 beheizbar und der elektrische Widerstand der gassensitiven 
Schicht 26 von der Auswertestruktur 23 auswertbar ist und wobei die Heizstruktur 
22 auf einer haftvermittelnden Oxidschicht 21 auf der Oberseite der 
Membranschicht angeordnet und durch eine Deckoxidschicht 21 von der 
• gassensitiven Schicht 26 getrennt ist (§1 9). Dabei ist die Auswertestruktur 23 in 
dem Auswertebereich entsprechend der Heizstruktur durch die Deckoxidschicht 
21 von der gassensitiven Schicht 26 getrennt (§19), wobei die Deckoxidschicht 
Kontaktlocher 121 aufweist, welche "jeweils einen mittleren Bereich" der 
Oberflache der Auswertestruktur 23 freilegen, um einen direkten Kontakt zwischen 
der Auswertestruktur 23 und der gassensitiven Schicht 26 herzustellen (§28). 
Dokument D3 offenbart weiterhin ein Verfahren zum Herstellen eines Gassensors 
mit folgenden Schritten: a) Bereitstellen eines Halbleitersubstrats (§26, Fig.SA); b) 
Aufbringen einer Membranschicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats 
(§26, Fig.3B); c) Aufbringen einer haftvermittelnden Oxidschicht 21 auf der 
Oberseite der Membranschicht (§26, Fig.3B); d) Aufbringen einer polykristallinen 
Silizium Schicht auf der haftvermittelnden Oxidschicht (§26, Fig.3C); e) 
Strukturieren einer Heizstruktur und einer Auswertestruktur (§26, Fig.3C); f) 
Aufbringen einer Deckoxidschicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats 
(§27, Fig.4B); g) Oxidatzen von Kontaktlochern in die Deckoxidschicht, welche 
"jeweils einen mittleren Bereich der Oberflache der Auswertestruktur freilegen 
(§28, Fig.SC); h) Atzen der Ruckseite des Halbleitersubstrats bis zur Erreichung 
. der Membranschicht (§29, Fig.6B); und i) Aufbringen einer gassensitiven Schicht 
auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats (§30, Fig.6C). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden. Anmeldung 
unterscheidet sich von dem Gassensor der D3 nur dadurch . dass es sich bei der 
Auswertestruktur und der Heizstruktur um metallische Strukturen handelt (in der 
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D3 dagegen: polykristallines Silizium) und dass in dem Auswertebereich eine 
"gegenuber einer Oxidatzuna unempfindliche Haftvermittlerschichr zwischen der 
Membranschicht und der Auswertestruktur angeordnet ist. 
Der Gegenstand der Anspruche 3 bzw.12 der vorliegenden Anmeldung 
unterscheidet sich von dem Gassensor bzw. dem Herstellungsverfahren der D3 
nur dadurch . dass es sich bei der Auswertestruktur und der Heizstruktur um 
metallische Strukturen handelt. 

Dem Fachmann auf dem Gebiet der Si-Membran basierenden Gassensoren 
ist es jedoch bekannt, statt besagter Strukturen aus polykristallinem Silizium diese 
metallisch, z.B. in Platin, auszufuhren (siehe z.B. D4: Fig.1 und zugehorige 
Beschreibung). Hier ist es dem Fachmann weiterhin bekannt, eine Haftvermittler- 
schicht aus Titan einzusetzen, um eine entsprechende Haftung zwischen den Pt- 
Strukturen und der darunterliegenden Oxidschicht (siehe "phosphosilicat glass 
PSG" in D4) zu gewahrleisten. Aber auch Haftvermittlerschichten aus Silizium sind 
Standard (siehe Z.B. D1 : p.5 Z.36-38). 

Daher wurde der Fachmann, ohne erfinderisches Zutun, alle in D3 und D4 
(Oder D1) offenbarten Merkmale miteinander kombinieren. Die in den 
unabhangigen Anspruchen 1, 3 und 12 vbrgeschlagene Losung kann daher nicht 
als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33 (3) PCT). 

3.4. Die abhangigen Anspruche 2, 4, 6-9, 13 und 15-18 enthalten keine 
Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den 
sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. 
erfinderische Tatigkeit erfiillen: 

Die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2, 4, 7-9 und 13 sind ebenfalls in 
D1 und/oder D2 offenbart (siehe die im Recherchenbericht genannten Textstellen) 
und damit ebenfalls nicht neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2, 4, 6-9, 13 und 15-18 sind 
ebenfalls in D1 , D2, D3 und/oder D4 offenbart (siehe die im Recherchenbericht 
genannten Textstellen) und damit nicht erfindersich (Artikel 33(3) PCT). 

3.5. Das im abhangigen Anspruch 5 (und entsprechend im abhangigen Anspruch 14) 
genannte Merkmal "dass die Deckoxidschicht ... im Bereich der Heizstruktur aus 
einem unterstochiometrischen Qxid besteht . um eine relativ gute Anbindung der 
Deckoxidschicht an die Heizstruktur zu erzielen", ist aus dem vorliegenden Stand 
der Technik weder bekannt, noch wird es durch ihn nahegelegt. 
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3.6. Die im unabhangigen Anspruch 10 genannte Merkmalskombination, ist aus dem 
vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch nahegelegt. Insbesondere 
die Merkmale (d), (e) und (f) (d.h. "(d) Strukturieren der haftvermittelnden 
Oxidschicht, urn einen oxidfreien Auswertebereich auf der Membranschicht 
herzustellen; (e) Aufbringen einer gegenuber einer Oxidatzung unempfindlichen 
Haftvermittlerschicht auf der Vorderseite des Halbleitersubstrats; (f) Entfernen der 
Haftvermittlerschicht ausserhalb des Auswertebereichs") sind in keinem der zur 
Verfugung stehenden Dokumente offenbart (siehe z.B. die D3: hier werden 
sowohl die Elektrodenstruktur als auch die Heizerstruktur entsprechend den 
Schritten (g) und (h) des Anspruchs 10 der vorliegenden Anmeldung direkt auf 
eine "haftvermittelnde Oxidschicht" aufgebracht). 

Anspruch 11 ist abhangig von Anspruch 10 und genugt damit ebenfalls den 
Anforderungen des Artikels 33(1) PCT. 



Zu Punkt VIL 

4. Aus Grunden der Vollstandigkeit sind ebenfalls folgende formale Mangel 
aufgefuhrt: 

(i) Dm die Erfordernisse der Regel 5.1 (a)(ii) PCT zu erfullen, ist in der 
Beschreibung das Dokument zu nennen, von dem die unabhangigen 
Anspruche abgegrenzt wurden. Zusatzlich dazu sollten die Dokumente D1- 
D4 genannt werden; der darin enthaltene einschlagige Stand der Technik 
sollte kurz umrissen werden. 

(ii) Die abhangigen Anspruche genugen zum GroBteil nicht den Erfordernissen 
der Regel 6.4(a) PCT (3. Satz) in Bezug auf ihre Mehrfachabhangigkeit. 

(iii) Urn Missverstandnissen vorzubeugen sollte der Fig.1 der Begriff "Stand der 
Technik" hinzugefugt werden (siehe S.7 Z.I 4-1 5). 

(iv) Die Ausfuhrungen auf S.7 Z.14 - S.9 Z.9 gehoren nicht unter Regel 5.1(a)(y) 
PCT, sondern unter Regel 5.1 (a)(ii) PCT, da sie den Stand der Technik 
beschreiben. 



Zu Punkt VIII- 

5. Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, well die 
Anspruche nicht klar sind. 
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5.1. Das Merkmal in Anspruch 1 "... einer auf einem Halbleitersubstrat ausgebildeten 
Membranschicht ..." ist unklar. Unter diese Formulierung konnte auch eine 
(dunne) Schicht auf einem massivem Substrat, d.h. ohne die in den Figuren 
gezeigte Aussparung 21 , fallen. Eine solche Struktur ware allerdings nicht durch 
die Beschreibung gestutzt. 

Bin analoger Einwand wird gegen Anspruch 3 erhoben. 

5.2. Die in den Anspriichen 1, 3, 10 und 12 verwendeten Ausdrucke."Auswerte- 
struktur" und "Auswertebereich" sind vage und unklar und lassen den Leser uber 
die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat 
zur Folge, daB die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist 
(Artikel 6 PCT). 



5.3. Die Merkmale in Anspruch 1 " haftvermittelnde Oxidschicht" und "eine gegenuber 
einer Oxidatzung unempfindliche Haftvermittler schicht" sind aufgabenhaft 
formuliert. Dadurch ist der Gegenstand des Schutzbegehrens, im Gegensatz zu 
den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, nicht klar definiert. Der Fachmann wusste 
nicht, welche Materialien fur die genannten Haftvermittlungsschichten 
auszuwahlen waren, insbesondere auch deshalb, well weder die Materialien der 
umgebenden Schichten noch die konkrete Art der genannten "Oxidatzung" 
angegeben ist. 

Ahnliche Einwande ergeben sich fur Anspruche 3, 10 und 12. 

5.4. Das Merkmal der Anspruche 2 und 11 "dass die Haftvermittlerschicht 
entsprechend der Auswertestruktur strukturiert ist/wird" ist vage und undefiniert. 
Das Merkmal bedeutet insbesondere nicht, dass die "Haftvermittlerschicht" 
identisch zur "Auswertestruktur" strukturiert ist. 

5.5. Durch die vage Formulierung in Anspruch 3 "Kontaktl5cher welche jeweils 
einen mittleren Bereich der Oberflache der Auswertestruktur freilegen" ist in keiner 
Weise klar, wie die genannten Kontaktlocher relativ zu der "Auswertestruktur" 
(welche Form hat diese ?) bzw. zu der Heizstruktur angeordnet sind. Abgesehen 
davon ist nicht klar, wie mehrere Loch er jeweils in einer Mitte sein konnen. 

Ein analoger Einwand wird gegen Anspruch 12 erhoben. 

5.6. Der in Anspruch 5 verwendete relative Begriff "gute Anbindung" hat keine 
allgemein anerkannte Bedeutung und laBt den Leser uber die Bedeutung des/der 
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betreffenden technischen Merkmals/Merkmale inn Ungewissen. Dies hat zur 
Folge, daB die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs/dieser Anspruche 
nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 

Abgesehen davon ist nicht klar, mit was (" relativ gute Anbindung") besagte 
"Anbindung" verglichen wird. 

Weiterhin ist nicht klar, was unter dem Begriff "Anbindung" an sich zu verstehen 
ist (mechanisch, thermisch, ... ?). 

SchlieBlich muss angezweifelt warden, ob jedes unterstochiometrische Oxid bei 
jeder (unterstochiometrischen) Stochiometrie zu einer besagten "relativ guten" 
(besseren ?) "Anbindung" fuhrt. Demzufolge scheint dieses Merkmal zusatzlich 
aufgabenhaft formuliert (siehe auch Absatz 5.3. oben). 
Analoge Probleme ergeben sich in Anspruch 14. 

5.7. Das Merkmal " der Temperaturmesswiderstand" des Anspruchs 8 wurde im 
Vorhergehenden nicht entsprechend definiert. 

5.8. Die Angabe in der Beschreibung auf S.15 Z.14-17 erweckt den Eindruck, daB der 
Gegenstand, fur den Schutz begehrt wird, nicht dem in den Anspruchen 
definierten Gegenstand entspricht, und fuhrt daher zur Unklarheit (Artikel 6 PCT), 
wenn die Beschreibung zur Auslegung der Anspruche herangezogen wird. 
Abgesehen davon ware der in diesem Absatz angedeutete Gegenstand nicht 
einheitlich zu den eingereichten Anspruchen (siehe auch Absatz 2. oben). 
Dementsprechend sollte dieser Absatz gestrichen werden. 
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